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１．概要（Summary） 

静電ドーピングを用いた架橋単層カーボンナノチュー

ブからのエレクトロルミネセンス素子の実現及び発光特性

の改善を目的として、そのデバイス構造を作製するために

当支援機関を利用した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

超高速大面積電子線描画装置、高密度汎用スパッタリ

ング装置、高速シリコン深掘りエッチング装置、2 段式チュ

ーブ炉、形状・膜厚・電気評価装置群、ステルスダイサー 
【実験方法】 

ステルスダイサー(DFL7340)を用いて SOI 基板を

2 cm 角に切り出した。超高速大面積電子線描画装置

(ADVANTEST F7000S-VD02)及び高速シリコン深掘り

エッチング装置(SPTS MUC-21 ASE-Pegasus)を用い

て深さ 2.1 µm の溝を作製した。トップシリコン層を 2 段式

チューブ炉(MT-2-8x30-AS)を用いて熱酸化を行いゲー 
ト絶縁膜形成した。酸化膜の厚さは光干渉式膜厚測定装

置(NanoSpec)を用いた。今後、超高速大面積電子線描

画装置によるパターニング及び高密度汎用スパッタリング

装置(芝浦 CFS-4ES)による金属蒸着を施すことで、ソー

スードレイン電極及びゲート電極を作製しデバイス構造を

完成させる予定である。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に、当支援施設で加工したサンプルのレーザ顕

微鏡像を示す。急峻な溝構造が作製されていることが分

かった。 
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６．関連特許（Patent） 
なし   
 

 

Fig. 1. Laser microscopy image for trench 
structure. 


